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（1）采用直径为 25 μm 的 Pt 微电极刻蚀不同半导体，利用动态刻蚀理论模




底则钝化严重，由此推测 Br2 刻蚀 InP 的产物会覆盖在 InP 表面形成钝化层阻碍
刻蚀的进行。最后，通过 SEM 和 XPS 表征发现，InP 被 Br2 刻蚀后，表面形成
了疏松的钝化层，该钝化层由 In2O3、InPO4、In(PO3)3 等刻蚀产物组成。 
（2）根据 GaAs 在 Fe2(SO4)3/H2SO4 溶液中光腐蚀的机理，推导出其反应速
率方程，建立了 GaAs 在 SECM 反馈模式下的光腐蚀反应动力学模型。通过拟合
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